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Final datasheet
EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und Hochstrom-Pin /[ NTC

Eigenschaften

+ Elektrische Eigenschaften TR
- Vpss =2000V "
- lpn =400 A/ Ipry = 640 A

Niedrige Schaltverluste

Hohe Stromdichte

Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder

+ Mechanische Eigenschaften
3,2 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
Hochstrom-Pin

PressFIT Verbindungstechnik

Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

Integrierter NTC Temperatur Sensor

Potenzielle Anwendungen
+ Energiespeichersysteme

+ EV-Laden

« USV-Systeme

+ Solar Anwendungen

Produktvalidierung

+ Qualifiziert fiir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068

Beschreibung

Datasheet Please read the sections "Important notice" and "Warnings" at the end of this document Revision 1.00
www.infineon.com 2025-01-13
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1 Gehéause

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz, t=1min 3.2 kv

Isolationspriifspannung VisoL(nte) | RMS, f=50 Hz, t=1min 3.2 kv

NTC

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al,O4

Vergleichszahl der CTl >400

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Modulstreuinduktivitat Lsce 17 nH

Modulleitungswiderstand, | Rccuger | Th =25 °C, pro Schalter 1 mQ

Anschlusse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. glltiger | M5, Schraube 1.3 1.5 Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Gewicht G 78 g

Anmerkung:The current under continuous operation is limited to 50A rms per high current pin.

Tabelle 3 Hochstzulassige Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Drain-Source-Spannung Vbss T,j=25°C 2000 v
Implementierter Drain- Ion 400 A
Strom

Drain-Dauergleichstrom Iopc Tj=175°C, Vgs =18V Ty=65°C 275 A
Periodischer Drain- Iprm | verified by design, t, limited by Tyjmax 640

Spitzenstrom

Gate-source Spannung, Vis D<0.01 -10/23 v
max. transiente Spannung

Gate-source Spannung, Vis -7/20 v
max. statische Spannung

Datasheet 3 Revision 1.00
2025-01-13
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2 MOSFET, T1.1-T1.2/ T2.1-T2.2

Tabelle 4 Empfohlene Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Ein-Zustand Gate Vés(on) 15...18 v
Spannung
Aus-Zustand Gate Vis(off) -5...0 Y
Spannung
Tabelle 5 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Einschaltwiderstand Rpsion) [Ip=320A Vgs =18V, 2.6 4.1 mQ
ij =25°C
Vgs =18V, 5.4
T,;=125°C
VGS =18 V, 1.7
T,;j=175°C
VGS =15 V, 2.8
T,;=25°C
Gate-Schwellenspannung Vesithy | Ip =224 mA, Vpgs = Vs, (tested after Ims 3.45 43 5.15 Y
pulse atVgs=+20V), T,;=25°C
Gateladung Qs |Vop=1200V, Vgs=-3/18V,T,;=25°C 1.56 uc
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 0.9 Q
Eingangskapazitat Ciss f=100 kHz, Vps=1500V, | T,;=25°C 479 nF
VGS =0V
Ausgangskapazitat Coss |f=100kHz, Vps=1500V, | T,;=25°C 1.12 nF
VGS =0V
Rlckwirkungskapazitat Crss f=100 kHz, Vps=1500V, | T,;=25°C 0.084 nF
VGS =0V
Coss Speicherenergie Eoss  |Vps=1500V, Vgs=-3/18V, T,;=25°C 1470 pd
Drain-Source-Reststrom Ibss Vps=2000V, Vgs=-3V |T,;=25°C 0.08 660 pA
Gate-Source-Reststrom lgss Vps=0V, T,;=25°C Vgs=20V 400 nA
Einschaltverzogerungszeit tdon |Ib=320A,Rgon=3Q, T,j=25°C 86 ns
(ind. Last) Vpp =1500V, T,;=125°C 82
VGS = -3/18 V,
tdead = 1000 ns T,;=175°C 81
Anstiegszeit (induktive t, Ip=320A,Rgon=30Q, T,;j=25°C 44 ns
Last) VDD =1500V. _ °
’ T,i=125°C 39
Ves =-3/18V, v
tdead =1000 ns TVJ =175°C 39
(wird fortgesetzt...)
Datasheet 4 Revision 1.00
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3 Body diode (MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2)

infineon

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Abschaltverzégerungszeit taoff |ID=320A,Rgo=10Q, T,;=25°C 123 ns
(ind. Last) Vpp = 1500V, _ o
? T,;=125°C 136
Ves=-3/18V Y
T,;=175°C 142
Fallzeit (induktive Last) te Ip=320A, Rgorr =1 Q, T,;j=25°C 62 ns
VDD =1500V, _ °
’ T, =125°C 65
Ves=-3/18V Y
T,;=175°C 67
Einschaltverlustenergie Eon Ip=320A,Vpp=1500V, |T,;=25°C 443 mJ
pro Puls Ls=8nH, Vgg=-3/18V, T =125°C 497
Reon=30Q, di/dt=9 Y :
kA/ps (T,;= 175 °C), T,j=175°C 56.5
tdead = 1000 ns
Einschaltverlustenergie Eono |Ip=320A,Vpp=1500V, |T,;=25°C 22.2 mJ
pro Puls, optimiert Ls=8nH, Vgs=-3/18YV, T =125°C 23.7
Reono =10, di/dt= Y :
17 kA/ps (Tyj=175°C), |T,;=175°C 26.6
tdead = 100 ns
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ip=320A, Vpp=1500V, |T,;=25°C 12 mJ
Puls Lc:8nH VGs:-?J/lsV _ °
’ > | Ty =125°C 135
Reorf=1Q,dv/dt=26.6 Y
kV/ps (T,; =175 °C) T,j=175°C 14
Warmewiderstand, Chip Rinsi | Pro MOSFET, Agrease = 3.3 W/(m-K) 0.12 K/W
bis Kuihlkorper
Temperaturim Tyjop -40 175 °C

Schaltbetrieb

Anmerkung:The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior
of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN

2021-13 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

Tjop > 150 °C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN

2018-14.
Tabelle 6 Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Body Diode-Gleichstrom Isp Tj=175°C, Vgs=-3V Th=65°C 210 A
Datasheet 5 Revision 1.00
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4 NTC-Widerstand

Tabelle 7 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Durchlassspannung Vsp Isp=320A,Vgs=-3V T,;=25°C 4.4 5.95 v
T,;=125°C 4
T,;=175°C 3.85
Riickstromspitze lrm Isp =320 A, dig/dt = T,j=25°C 156 A
9 kA_/ps, Vpop = 15_500 v, T,,=125°C 229
Vs =-3V, tgeaq = 1000 ns
T,;=175°C 292
Sperrverzégerungsladung Qi Isp=320A, dig/dt = T,;=25°C 9.2 ucC
3GksA=/‘g’V‘,/Ii‘geadliol(())(\)/E) ns | 1= 1257C 148
T,;=175°C 19.7
Abschaltenergie pro Puls Erec Isp =320 A, dig/dt = T,j=25°C 8.1 mJ
3ij£ - E)Towv, ‘Z:: C;v T,,=125°C 10.2
tgead = 1000 ns T,;j=175 °C 11.9
Abschaltenergie pro Puls, Ereco |lsp=320A,dis/dt= T,j=25°C 10.8 mJ
optimiert 17 kf/us (Ty;= 175> °C), T,;=125°C 125
Vpp = 1500 V, Vg =-3V,
tgead = 100 ns T,;=175°C 13
4 NTC-Widerstand
Tabelle 8 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Nennwiderstand Rys Tnte=25°C 5 kQ
Abweichungvon Ry AR/R | Tn1c =100 °C, R19p =493 Q -5 5 %
Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mw
B-Wert Basiso | Ry = Ras exp[Bysso(1/T2-1/(298,15 K)))] 3375 K
B-Wert Basiso | Rz = Ras exp[Bysso(1/T-1/(298,15 K))] 3411
B-Wert Basji00 | Ra= Ras explBas100(1/T5-1/(298,15 K))] 3433 K

Anmerkung:Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4

Datasheet 6 Revision 1.00
2025-01-13
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5 Kennlinien
5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 /
T2.1-T2.2

Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET, T1.1-
T1.2/T2.1-T2.2

lp=f(Vps) Io = f(Vos)
Vs =18V T\,j =175°C
640 2 640 77
/ 4
e I | Vs =TV i
/ V=9V "/ 1
560 | s 560 [ ////{ // 7
/ s Vg =11V 7 <
y 15 / e
S0 1 He V=13V Vi 7
4801 480 [-———— V=15V {{?"/ 7
——— v, =18V /{,’o"/ //
_ 7 ;
400 400 VGS =20V ///','/ /'/
/ i //.
=z = oL
=~ 320 7, 320 v
e = // /
Ve
b/ /
240 240 7y N R B
/ // o R
./ ."f'
160 160 b
29
T =25°C '///
80 ] U 80 f/
— ——T=125°C s
vj 7"
—————— T,=175°C 2
0 T T T T T 0 T T T T ! !
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7
V_ (V) Vs (V)

Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 /
T2.1-T2.2

Ubertragungscharakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-
T1.2/T2.1-T2.2

Ros(on) = f(Ty;) Ip = f(Vgs)
VGSZl8V VDSZZOV
8 640 T
——— T =125°C Iy
7] 5601 U I
67 4801
> 400
g
£ =<
- 4- =, 320
2 _
o
3 240
2 160
l 7 80 _
0 T T T T T T T T 0
50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 3 10
T, (0)
j
Datasheet Revision 1.00
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5 Kennlinien

Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET,

T1.1-T1.2/T2.1-T2.2

T1.2/T2.1-T2.2

Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-

Vas(th) = f(Ty)) Vs = f(Qe)
Ip = 224 MA, Vs = Vps Ip=320A, T,j=25°C
5.5 18
15
5.0
12
4.5
= 97
= =
E =
6
4.0
3
3.5
0
3.0 T T T T T T T T -3 T T T T T T T
-50 25 0 25 50 75 100 125 150 175 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
T, (0 Q (1)

Kapazitats Charakteristik (typisch), MOSFET, T1.1-

T1.2/T2.1-T2.2

Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

t=1(lp)
C=f(Vps) Vpp = 1500V, Rgon = 3 Q, Ron,o = 1 Q, Ty; = 175 °C, Vgs =
— — o -
f=100 kHz, Tyj =25 °C, Vgs =0V -3/18V
100 1
tdon’ tdead =1000 ns, RGvan
T —~~ ~ - tdon’ tdead =100 ns, RGon,o
\‘ ______ tr’ tdead =1000 ns, RGon
A N Y R b tyeaq = 100 NS, R,
10 1 >
§§§§§ SN ~ ~
\\\\\\ N - 0.1
N,
i B e o S S A R N R R o =
— 1 < ! Y =
z : T 7z |
= 1 i =2 B e Ea
© i - T
| S e
\ A e
\\\ // ----------
B 0.014
0.1 Tl |
CISS
——— Coss
______ Cess
0.01 T T T T 0.001 T T T T T T T
0.1 1 10 100 1000 0 80 160 240 320 400 480 560 640
Vos (V) Ip (A)
Datasheet Revision 1.00
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5 Kennlinien

Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2
t=1(Ip)
RGOf‘f =1 Q, VDD =1500 V, TVJ =175 OC, VGS = '3/18 \"

Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2
t=f(Rg)
Vpp = 1500V, tyeaq = 1000 ns, I =320 A, TVJ =175°C, Vgs =
-3/18V

doff

——t

t (us)

0.1 \

e — e — — ]

0.01 T T T T T T

0 80 160 240 320 400 480 560 640
Ip (A)
D

0.1

t (s)

—_—

0.01

Stromsteilheit (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-
T2.2

Spannungssteilheit (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 /
T2.1-T2.2

di/dt = f(Rg) dv/dt = f(Rg)
Vpp = 1500V, Ip =320 A, Vs = -3/18 V Vpp = 1500V, Ip =320 A, Vs = -3/18 V
12 30
| difdt, , T, =175°C | du/dt T, =175°C |
25
9 -
= = 207
3 °
5 3
15
3 -
10
0 T T T T T T 5 T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10 12

Datasheet

Revision 1.00
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1- Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-
T2.2 T2.2
Eon= f(ID) Eoff = f(lD)
Vpp =1500V, Rgon =3 Q, Rgon 0 =1Q, Vs =-3/18V Reoff =1 Q, Vpp=1500V, Vgs=-3/18V
140 40
130 | T,=125°C,t,,,,=1000ns, R T,=125°C
——— T,=125%C,t,,,=100ns, R , 35 |[=——Ty=1m57C
120 [————- T,;=175°C, ty,,y= 1000 NS, R, ,/
110 H-— T,;=175°C t,,,,=100ns, R /'
4 30
100
90 25}
s 807 5
E 20 £ 2]
LIJD LIJO
60
50 15
40
101
30
20 5]
101
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 80 160 240 320 400 480 560 640 0 80 160 240 320 400 480 560 640
Iy (A) Ip (A)
Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1- Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-
T2.2 T2.2
E=1(Re) Eon= f(VGS(of'f))
Vpp = 1500V, tyeag = 1000 ns, Ip =320 A, Vgs =-3/18V Reoff =1 Q, Vpp =1500V, Rgon =3 Q, Vgs(on) = 18V, Ip =320
A, RGon,o =1 Q, TVJ =175°C
150 1000
Reono & Reofp taeaa = 100 NS
135 — — = Rgon &Rggp tyeag = 1000 NS
—————— 10x R, &R o t,..,= 1000 ns
24| Heeea 10x Ry, & 10X Rt =1000 ns
ws e
of v/ | |
£ 75 ‘E’: 100
w LIJO
IO B S S SR K I S —— LU
45
304/ E,, T, =125°C ’_///
/ ———E, ij =175°C
- A T E R By T, =125°C
------------ Eyp ;= 175°C
0 1 1 1 1 1 1 10 I I I I
0 5 10 15 20 25 30 35 -5 -4 -3 -2 -1 0
R: () astory (V)
Datasheet 10 Revision 1.00
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1- Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET,
T2.2 T1.1-T1.2/T2.1-T2.2
Eon = f(tdead) Ip=f(Vps)
Reon =3 Q, Ip=320A, Vpp = 1500V, Vg = -3/18 V Reoff=1Q, T,;=175°C, Vgs = -3/18 V
110 800
T,=125°C ——— I, Module
—————— T =175°C — — — I,:Chip
U 700
100 600
500
§g 90 %i 400
300
80 200
1001
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 400 800 1200 1600 2000 2400
tdead (I"IS) VDS (V)

Transienter Warmewiderstand, MOSFET, T1.1-T1.2 / Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch),
T2.1-T2.2 MOSFET, T1.1-T1.2 / T2.1-T2.2

Zin = f(t) lsp =f(Vsp)
T;j=25°C

1 640 T
[i

560 | /

480 i

" 400 /

Z, (K/W)

$320 /
a0l

240} /

0.01 !

160
i 1 2 3 4 80 /

r[K/w] 0.0062 0.0148 0.0391 0.0599 /
s 3.96E-4 0.00782  0.0512 0.215 /
0.001 ‘ ‘ 7 0 ‘
0.001 0.01 0.1 1 10 0 1 6
t(s)
Datasheet 11 Revision 1.00
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5 Kennlinien

Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-

T1.2/T2.1-T2.2

Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-
T1.2/T7T2.1-T2.2

Erec = f(lsp) Erec = f(Rg)
Rgon =3 Q, Reono =1 Q, Vpp=1500 V tgeaq = 1000 ns, Isp = 320 A, Vpp = 1500 V
25 16
T,=125°C,t,, ., =1000ns, Ry T,=125°C
— —— T .=125°C,t =100ns,R — ——T.=175°C
vj dead Gon,o 14 vj
—————— T,=175°C, ty, 4 =1000ns,R;
P T,=175°C,t,,,, =100 ns,R. - )
121
10
15
= =
£ S
3 T 8
W w
10
6 ]
4-
5
2 ]
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 80 160 240 320 400 480 560 640 0 5 10 15 20 25 30 35
lsp (A) R; (Q)

Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-

T1.2/T2.1-T2.2
Erec = 1:(VGS(of'f))

RGOf‘f =1 Q7 RGon =3 Q: VGS(on) =18 Va ISD =320 A1 RGon,o =1

Q, Vpp = 1500V, T,;=175°C

Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1.1-
T1.2/T2.1-T2.2

Erec = f(tdead)

Reon =3 Q, Ip=320A, Vpp = 1500 V, Vs = -3/18 V

N 110
Riono & Rooip Lgeag = 100 NS
27 A [— = — Roon &Reopp tgeag =1000 1S
______ 1ox RGon & RGoff’ tdead =1000 ns 100
| 10x Ry, & 10X Ry ¢ t,,.,=1000 ns
21 o |
18
’g 3 80
—, 15 g
LIJ&) u-lh
70
D= ———— ——
9 "‘T:.::.—.:.::::::_::___::: 60
6 ]
50
3 -
0 T T T T 40 T T T T T ‘ ‘ ‘ ‘
-5 4 -3 2 1 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
astofy (V) tyeaq (NS)
Datasheet 5
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5 Kennlinien

afineon

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

R=f(Tntc)

100000

10000

1000

R(Q)

100

R
typ

10

T T T T T T
25 50 75 100 125 150 175
OC)

Datasheet
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6 Schaltplan

6 Schaltplan
P
[ [
117 1120
| < | BisSe |
G11oH— T G1.20H 1 |
I I
STTo——e S120——e
I X2 o 4y
. X N | 9
| X3
I I ——
17270 12720
%J% N < /N
0210 | 02.20H |
L I
S2.]o—e S72.70——e
N
Abbildung 1
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7 Gehduseabmessungen

Gehauseabmessungen

4x

Dimensioned for self tapping screw @2,5mm
choose length according to PCB thickness

max. screw-in depth 8,5mm

for M5 screw.

2x _di
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 0 g
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@®00000| ||000DO®® g
0000000|| | |000DO0O £
600 o| |locobooo0 s
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0000000| || 0000000
coeeeeol losepece
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d@ Mwwmﬂ/ /35%2

1100,45

@

S1'0729

module labeling

(7'91)

(2

I I 1 | N R | B

recommended pcb design height

L

[ A

|

NE47)

pcb hole pattern

Jaysem pesy mai3s of Bupiorze |
ud xz

Lx @35 (optional hole for self tapping screw @2,5mm)

s

=]

I

HE

- Details about hole specification for contacts refer to AN2009-01 chapter 2

- Diameters of drill @1,15mm

- Copper thickness in hole 25~50um

Abbildung 2
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EasyPACK™ Modul

8 Modul-Label-Code

8 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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EasyPACK™ Modul

Anderungshistorie

Anderungshistorie

afineon

Dokumentenrevision

Freigabedatum

Beschreibung

0.10 2024-02-12 Initial version
1.00 2025-01-13 Final datasheet
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Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem nachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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